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HSSEIHE
( TCHFEREI . Vs=[V+] - [V-]=5V, Ta=25°C )
SR Fril W 254 Min. | Typ. | Max. A
FL Y FEL
FRAS HL I/ Amplifier ICC | Vo=2.5V, lo=0A 350 600 uA
PG e
AR ] VCM | Vs=5V to 32V (V-) (VH)-2 \Y
LR L CMRR | Vs=5V to 32V, VCM=0V 65 80 dB
JIH L
g AR H Vos | Vs=5V to 32V, Vcem=0V, Vo=1.4V 3 7 mV
AR | dVos/dT 7 uVs°C
LR LE PSRR | Vs=5V t032V 65 100 dB
I 5 VouiVoz | f=1 kHz to 20 kHz 120 dB
i A\ FL UL
LN G B Vo=1.4V -20 | -250 nA
B N2 VR FEL 3 Io Vio=1.4V 2 50 nA
AR REAS | dlosidT 10 pA/°C
i 13
Vs=32V, RL=2k Q) 28 30 \
F, e A R Vo 1E Vs=32V/ RL=10k Q 28 30.5 \Y
il | Vs=5V, RE<10kQ 5 20 mV
Source | Vs=15V, Vo=0V, VID=LV -20 -30 mA
H H HL I Sink | Vs=15V, Vo=15V, VID=-1V. 10 20 mA
VID=-1V, Vo=200mV 30 uA
S FL Isc Vs=10V, Vo=Vs/2 +40 | +60 mA
PAR A NARAE AOL | Vs=15V, Vo=1V-11V, RL=2kQ 25 100 V/mV
pEI
£ i A GBW 1 MHz
TR SR G=+1 0.3 Vius
I r
i\ HL R 7 o en f=1kHz 40 nV/Hz
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MIN MAX MIN MAX
A 9.4 10.16 0.37 0.4
B 6.1 6.6 0.24 0.26
C 3.94 4.45 0.155 0.175
D 0.38 0.51 0.015 0.02
F 1.02 1.78 0.04 0.07
G 2.54 0.1
H 0.76 1.27 0.03 0.05
J 0.2 0.3 0.008 0.012
K 2.92 3.43 0.115 0.135
L 7.62 0.3
M — 10° — 10°
N 0.76 1.01 0.03 0.04
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MIN MAX MIN MAX
A 48 5 0.189 0.197
B 3.8 4 015 0.157
C 1.35 1.75 0.053 0.069
D 0.33 0.51 0.013 0.02
G 1.27 0.05
H 0.1 0.25 0.004 0.01
J 0.19 0.25 0.007 0.01
K 0.4 1.27 0.016 0.05
M 0° 8° 0° 8°
N 0.25 05 0.01 0.02
S 5.8 6.2 0.228 0.244
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